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SiNx/SiO2積層膜を有する n-PERTセルは，負バイアス下において，SiNx膜中への電荷蓄積に起因する
PIDを生じる [1–4]．Janssenらは，硝酸酸化法で作製した極薄 SiO2膜を有するセルにおいて，Siリッチな
SiNx 膜の使用によりこの種の PIDが大幅に抑制されることを報告した [3]．一方，我々の実験では，∼10

nmの厚さの熱酸化膜を有するセルでは，SiNx膜の組成によらず劣化挙動は一定であった [4]．これらの結
果は，劣化を十分に低減するには，Siリッチな SiNx膜と十分に薄い SiO2膜を併用する必要があることを
示唆する．本研究は，SiNx 膜の組成と SiO2 膜の膜厚が PID挙動と劣化の安定性に与える影響を調べた．
屈折率（RI）の異なる SiNx 膜および膜厚（dox）の異なる SiO2 膜を有する 4種の n-PERTセルを作製
した：(a) RI = 2.0，dox = 9 nm，(b) RI = 2.2，dox = 9 nm，(c) RI = 2.0，dox = 2 nm，(d) RI = 2.2，
dox = 2 nm．これらを用いて典型的な部材からモジュールを作製し，−1000 V，85 ◦Cの条件下で PID試験
を行った．その後，劣化の保持特性を調べるために，水冷却ステージ上で最長 4 hの 1 sun光照射を行った．
Fig. 1の左側に Pmax/Pmax,0 の PID試験時間依存性を示す．本研究の RIおよび dox の範囲では劣化挙
動に大きな差はない．このことは，PIDの抑止を実現するためには，より Siリッチな SiNx 膜あるいはよ
り薄い SiO2膜を用いる必要があることを示唆する．実際に，Janssenらの研究では，エミッタ界面付近の
SiNx の RIを 2.4程度まで高くし，かつ硝酸酸化法で作製した 1 nm程度の SiO2 膜が用いられていた [3]．
一方，Fig. 1の右側に示すように，その後の光照射による回復挙動には大きな差が生じた．dox = 9 nm

の 2種類の試料では，回復が比較的遅く，その挙動はRIの大小によらない．一方で，dox = 2 nmの試料は
それらふたつの試料と比較して回復が速い．このことは，dox が小さいほど，SiNx 膜に過剰に蓄積した正
電荷が Si基板との間のキャリア輸送によって消失しやすいことを示唆する．また，RI = 2.2の SiNx 膜で
はより急速な回復が観察されるが，これは RI = 2.0の SiNx膜よりも高い光導電性 [5]に起因するキャリア
輸送のさらなる促進が原因であると考えられる．逆に，dox が大きい場合，SiNx 膜の導電性によらず，過
剰に蓄積した電荷は安定して保持される傾向にあることが示唆される．
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Fig. 1. Influences of the RI of the SiNx layers and the dox on the PID behavior (left) and the 1-sun-
light-soaking-induced recovery behavior (right) of the n-PERT cell modules.
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